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Аннотация:  

Определены оптимальные режимы формирования однородного 

функционального покрытия SmSx методом многократного ионного 

наслаивания на поверхности низкопрофильных матриц анодного 

оксида алюминия на кремниевых пластинах. Безградиентная 

генерация термоЭДС в профилированных матричных пленках 

SmSx/Al2O3/Si толщиной 0,5-1,5 мкм начинается при температуре 

около 150°С. Значения коэффициента Зеебека в интервале 

температур 150-170°С составили около 400 мкВ/К. 
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